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(54)   착  포함하는 스크라 빙 커   그 

(57)  약

가공  하  수  고 재  가능하  열  상 가 생하지 않는 스크라 빙 커   그 

 시한다. 그 커    에 어도 1개 상  과 돌 가 고 날과 같  V  능

 공하는 본체   상  학 상 착에 해  착  포함하 , 본체  열 창계수  비

가 1 내지 3  에지  한다.

  도 - 도1
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특허청  

청 항 1 

에 어도 1개 상  과 돌 가 고 날과 같  V  능  공하는 본체; 

상  본체  열 창계수  비가 1 내지 3  질  다 아몬드  학 상 착에 해 상  본체  에만 

착시킨 착  에지  포함하고, 

상   또는 상  돌   어도 하나에 집   것  특징  하는 착  포함하는 스크라 빙 커

.

청 항 2 

1항에 어 , 상  본체  상  에지 는 공 결합  루어진 질  것  특징  하는 착  포함

하는 스크라 빙 커 .

청 항 3 

2항에 어 , 상  본체  루는 질  다 아몬드, 탄 규 , 질 규 (Si3N4), 지 니아, 알루미나, 실

리 , 실리 산 질  에 택  어느 하나  루어진 것  특징  하는 착  포함하는 스크라 빙

커 .

청 항 4 

삭

청 항 5 

1항에 어 , 상  다 아몬드  크 는 0.3~0.8㎛  것  특징  하는 착  포함하는 스크라

빙 커 .

청 항 6 

1항에 어 , 상  착  께는 1.0~8.0㎛  것  특징  하는 착  포함하는 스크라 빙 커 .

청 항 7 

1항에 어 , 상  과 돌 가 루는 경사각  90°보다 크거나 고 상    편평하거나 곡진

것  특징  하는 착  포함하는 스크라 빙 커 .

청 항 8 

삭

청 항 9 

1항에 어 , 상  집  연   연   태  것  특징  하는 착  포함하는 스크라

빙 커 .

청 항 10 

9항에  어 ,  상  집  원  또는  각 진 태  것  특징  하는 착  포함하는 스크라 빙

커 .

청 항 11 

에 어도 1개 상  과 돌 가 고 날과 같  V  능  공하는 질 규 (Si3N4)  루어

진 본체  하는 단계; 
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상  본체  열 창계수  비가 1 내지 3  질  다 아몬드  학 상 착에 해 상  본체  에만

착시킨 착  에지  하는 단계  포함하고,

상  착  하는 단계 에 상   또는 상  돌   어도 하나에 집  하는 단계   포함

하는 착  포함하는 스크라 빙 커  .

청 항 12 

11항에 어 , 상  본체  과 돌  한 후에, 상  본체  열 상  하는 단계   포함하

는 것  특징  하는 스크라 빙 커  . 

청 항 13 

삭

  

 상 한 

     술  야

본  리  같  취 재료   한 스크라 빙 커   그 에 한 것 , 보다 상 하게[0001]

는 CVD( 학 상 착)  같  에 해  착   스크라 빙 커   그 에 한 것

다.

     경  술

스크라 빙 커 (scribing cutter)는 TFT-LCD에 사 는 리  같  취 재료   피 단   , 피[0002]

단 에 스크라 브 라 (line)  생 시키  하여 커   하는  사 다. 어 ,   가

진 스크라 브 라   피 단  양 에 단  가하여 피 단  단하게 다.

래  스크라 빙  커  재질 는  주  스 드(WC)  또는  가  포함  다결 다 아몬드(Poly[0003]

Crystal Diamond; PCD)가 사 고 다. 스 드는 가공  하나 마 가 심해 수  짧다. PCD는

다 아몬드  내마  하  에 수  어지나 가공하는 과  어 다는 단  다. 또한 PCD는

에지 (edge part)가 약 1㎛만 마 어도 커  할 수 없  에 커  체  폐 해야 하므  비경

다. 그리고 래  커 는 커    가공 나  가공  하여 한 후 커  사 하

에,  에 열  상 가 생겨 커  질  어뜨린다. 

     내

        해결 하고 하는 과

라  본  루고  하는 술  과 는 가공  하  수  고 재  가능하  열  상[0004]

가 생하지 않는 스크라 빙 커  공하는  다. 또한 본  루고  하는 다  술  과 는

상  스크라 빙 커  하는  공하는  다. 

        과  해결수단

상  술  과  달 하  한 본  스크라 빙 커 는 에 어도 1개 상  과 돌 가 [0005]

고 날과 같  V  능  공하는 본체  상  본체   상에 상   상   착

포함하 , 상  본체  열 창계수  비가 1 내지 3  에지  포함한다.

본  커 에 어 , 상  본체  상  에지 는 공 결합  루어진 질  것  람직하 , 에 [0006]

라, 상  본체  상  에지  루는 질  다 아몬드, 탄 규 , 질 규 (Si3N4), 지 니아, 알루미나,

실리 , 실리 산 질  에 택  어느 한  루어질 수 다. 특  상  본체  상  에지 는 각

각 다 아몬드  질 규 (Si3N4)  루어진 것  람직하다. , 상  다 아몬드  크 는 0.3~0.8㎛

 것  람직하다.
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상  커 에 어 , 상  착  께는 1.0~8.0㎛  수 고, 상  과 돌 가 루는 경사각  90도 보다[0007]

크거나 고 상    편평하거나 곡질 수 다. 상   또는 상  돌   어도 하나에 집

 수 , , 상  집  연   연   태  수 고, 상  집  원 또는 각

진 태  수 다.

상  다  술  과  달 하  한 본  스크라 빙 커    에 어도 1개 상[0008]

 과 돌 가 고 날과 같  V  능  공하는 본체  한다. 그후, 상  본체   상

 상  본체  열 창계수  비가 1 내지 3  질  학 상 착에 해 착  에지  한다. ,

상  본체  과 돌  한 후에, 상  본체  열 상  하는 단계   포함할 수 다.

         과

본 에  스크라 빙 커  그 에 하 , 과 돌 가  본체  직  가공함  가공[0009]

 하고, 에지  마 가  에지 만 다시 착하여 사 하  므  커  수  고 재  할

수 다. 또한 착에 해 착  함 , 열  상  어나지 않는다.

     실시  한 체  내

하 첨  도  참 하  본  람직한 실시  상  한다. 다 에  는 실시 는 여[0010]

러 가지 다  태  변  수 , 본  가 아래에  상술 는 실시 에 한 는 것  아니다.

본  실시 들  당 야에  통상  지식  가진 에게 본  보다 하게 하  하여 공

는 것 다. 

본  실시 는 커  에지 에  들어, 다 아몬드  CVD(Chemical Vapor Deposition)과 같  식에[0011]

해 착  함 , 가공  하고 수   재  가능하  열  상 가 없는 스크라

빙 커  시할 것 다. 에 라, 본  커 는 지지역할  하는 본체  커  한 에지  

, 하에 는 본체  에지  특 과 역할에 해 상 하게 할 것 다. 

도 1  본  실시 에 한 스크라 빙 커  나타내는 사시도 다. 도 1에 , 커 는 본체(20)[0012]

본체   라  에지 (10)  포함하여 다. 본체(20)는  께  가진 원  태  가지

, 심에는 지지 (도시하지 않 )  끼워질 수 는 통 (22)  재한다. 본체(20)  크  께는 본

 커   사 는 도에 라 달라질 수 다. 

에지 (10)는 CVD  같  식   착 (12)   라 V  능  룬다. 다시 말해, 본[0013]

체(20)   양   심 향  는 경사  루 , 양  경사  만나는 

날 게 어 날과 같  V  능  공한다.  능  포함하는 에지 (10)는 어도 1개  에지 

(groove; 14)  어 복수개  에지 돌 (16)  공한다. 에지 돌 (16)는 날과 같  태  취하고 지

지  하 , 리  같  취 재료에 착 어 한  집  시킨다.  

본체(20)는 착 (12)  착 강도  하게 보할 수 는 질  가능하다. 체 , 착 (12)[0014]

업 에 리 지 않도  착 (12)  루는 질과 격 상수  열 창계수가 사한 질  람직하다.

,  특  본   커 에  어 ,  착 (12)과  본체(20)  열 창계수  차 가  커지  합  

(misfit dislocation) 등과 같  결함  생하여 착 (12)  본체(20)  리 는 가 생할 수 

다. 

본공업규격(JIS) R1618-1994에 하 , 40~400℃에  질  열 창계수는 다 아몬드는 1.0×10
-6
, 질 규[0015]

(Si3N4)는 2.6×10
-6
, 탄 규 (SiC)는 4.4×10

-6
, 알루미나(Al2O3)는 7.2×10

-6
, 지 니아(ZrO2)는 10.5×10

-6

다. 질  열 창계수는 하는 원  간  에 하 , 다 아몬드, 탄 규 , 질 규  등  공 결합

질  원  간  결합  강하여 열 창계수가 다. 에 라, 본  본체(20)  에지 (10)는 공 결

합 질  루어지고 열 창계수  비가 1 내지 3  것  람직하다. 

 같  열 창계수  차 에 한 본체(20)  에지 (10)는 다 아몬드-질 규 , 탄 규 -질 규 , 탄[0016]

규 -알루미나, 알루미나-지 니아 등  합  가능하고, 나아가 앞에 는 시하지 않았지만 실리 (Si)-실

리 산 질 (SiON)  합도 가능할 것 다. 상  합들  본  스크라 빙 커 가 사 는 도에

라 택할 수 ,  들어 가공 하가 커  내마  상  크게 하  한 단  하
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는 경우에는 다 아몬드  포함하는 커  사 하는 것  람직하고, 리처럼 LCD  리보다 강

 어지는 취 재료는 다 아몬드 에 다  질  포함하는 커  사 할 수 다.

통상  TFT-LCD   단하는 커 에 어 , 본체(20)는 Si3N4 그리고 착 (12)  다 아몬드  [0017]

루어지는 것  람직하다. 냐하 , 다 아몬드는 내마  우수하고, Si3N4는 다 아몬드에 비해 가공  

하여 원하는 커  상  쉽게 할 수  다.

도 2a는 본  실시 에  스크라 빙 커  가 리 역  하여 직  나타낸 단 도 다.[0018]

도 2b는 도 2a  변  나타낸 도 다. 여 , 스크라 빙 커 는 본체는 Si3N4 그리고 에지 는 다 아몬

드 착  루어진 경우   들어 할 것 다.  본체  에지  루는 질  본  주

내에  다양하게 변경할 수 다. 

도 2a  참 하 , 본체(20)는 에지 (10)  어도 1개  에지 (groove; 14)에 하는 본체 (14a)과, 에[0019]

지 돌 (16)에 하는 본체 돌 (16a)가 공 다. 다시 말해, 에지 (10)는 본체(20)  에 착 어 

한 께  착  다. 다 아몬드  루어진 착 (12)  통상  CVD 식  할 수 , 특

PECVD(Plasma Enhanced CVD)  또는 열( 스 )필라 트CVD  람직하다. 

체 , Si3N4  루어진 재에  가공 또는  가공  본체 (14a)과 본체 돌 (16a)가 포함[0020]

V   능 (도 1 참 )  가진 본체(20)  한 후, PECVD에 해 다 아몬드  루어진 착 (1

2)  한다. 착 (12)  루는 다 아몬드  본체(20)  루는 Si3N4는  격 상수  열 창계수가 본

 시하는 주에 포함 므 , 취 재료  커 하는 과 에  착 (12)  리 지 않고 틸 수 는

내  가진다. 

, 착 는 다 아몬드  크 는 0.3~0.8㎛가 람직하 , 착 (12)  께는 1.0~8.0㎛  수 다.[0021]

다 아몬드  가 0.3㎛보다  취 재료에 해 다 아몬드가 쉽게 마 고, 0.8㎛보다 크  취 재료

 에지  날 게 가공하  어 다. 착 (12)  께는 착 (12)  취 재료  단  하게 수행

할 수 고, 착 (12)  하는 시간과 비  등  경   고 한 것 다. 착 (12)  에지

(12)  체에 균 한 께  착 는 것  람직하나, 착하는 공  특  상 본체 (14a)과 본체 돌

(16a)에 라  달라질 수 다.

에지 돌 (16)는 에지 (10)  라 5~40㎛  피 (p)  , 돌  (h)는 2.0~8.0㎛  수 다. 에지[0022]

돌 (16)는  에지 (10)   라  동 한  피 (p)   고,   피 (p)  다 게  할  수

다.  들어, 에지 (10)  한  30㎛ 피 (p)  돌 가 재하고, 어느  10㎛ 피 (p)

돌 가  수 다. 심지어,  다  피 (p)  돌 들  합 어  수도 다. 돌  (h)는

착 (12)  께  1.0~8.0㎛  고 하여  수 다. 

도 에 는 본체 돌 (16a)  본체 (14a)  루는 경사각(θ)  90°보다 크고  본체(20) 향  [0023]

곡진 태  시하 나, 본체 (14a)  상  다양하게 할 수 다. 컨 , 경사각(θ)  거  90°

고  편평하게 할 수 , 경사각(θ)  90°보다 고  편평하지만 양끝   태  가질

수 다. 

심지어는 하는 경사각(θ)  동 하지 않  비  태  (14a)  수도 다.  다시 말해, 본체 돌[0024]

(16a)  본체 (14a)  만나는 경사각(θ) 에  커  향  행하는  경사각(θ)  라

는  경사각(θ)보다 클 수 다.  같  본체 (14a)  태는 본  스크라 빙 커 가 사

는 도에 라 달라질 수 다.

도 2b에 하 , 착 (12)  착 강도  가시키  하여 스크래  같  집  본체에 할 수 다.[0025]

집  본체 (14a)   또는 에  1 (30) , 본체 돌 (16a)에  2 (32)가 

 수 다. 경우에 라, 1 (30) 또는 2 (32)  하나  할 수 고,  개  동시에 

할 수도 다. 여 , 집  연   연   태  수 , 원 또는 각 진 태, 컨

쐐  태 등 다양한 양  가질 수 다.

앞에  한 집  착 (12)  고 하는 과  여하므 , 착 (12)과 본체(20) 사  열 창계수[0026]

차  하여 착 (12)  리 는 상  억 할 수 다. 에 라, 본  착 (12)과 본체(20)

열 창계수  비  2보다  에  한 크게 할 수 다. 
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본  스크라 빙 커 는 착 과 본체  루는 질  격 상수  열 창계수가 사하여 착  본체[0027]

에 강하게 착 어 리 지 않는다. 또한, 착  마 어도  다시 착하여 사 할 수 므 , 

래  PCD  같  커  체  폐 하지 않아도 다. 나아가, Si3N4는 상  가공  하므 , 본체 상

나 집  양  게 할 수 어, 사 는 커  도에 라 커  쉽게 할 수 다. 

그리고 취 재료  단하  한 착   착에 해 하므 , 커 에 열  상  남지 않는다.[0028]

체    원  태  재, 컨  질 규 (Si3N4)  비한 후,  가공 나  가공

에 해 과 돌  포함하는 능   본체  한다. 그후, 필 에 라 상  가공에 한 열  상

 시 처리  같  열처리  할 수 다. 어 , 앞에  한  같  착에 하여 본 

 에지  한다. 라  착에 해 에지  하므 , 에지 에는 래  같  열 상  남지 않

는다. 

상, 본  람직한 실시  들어 상 하게 하 나, 본  상  실시 에 한 지 않 ,[0029]

본   술  사상   내에  당  야에  통상  지식  가진  에  하여  여러  가지  변

가능하다. 

도  간단한 

도 1  본 에 한 스크라 빙 커  나타내는 사시도 다. [0030]

도 2a는 본 에  스크라 빙 커  가 리 역  하여 직  나타낸 단 도 다. 도 2b는[0031]

도 2a  변  나타낸 단 도 다.

*도  주 에 한  *[0032]

10; 에지                     12; 착[0033]

14; 에지                    14a; 본체 [0034]

16; 에지 돌                  16a; 본체 돌[0035]

20; 본체                      30; 1 [0036]

32; 2 [0037]
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도

    도 1

    도 2a
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    도 2b
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